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本研夷で確立された高次反射のセクショントポグラフ法は､-従来のⅩ嘩

トポグラフ法では評価限界を越えてしまったシリコン結晶中の微小欠.陥に

対して､強力な評価手段となることを本論文において主韻する｡

5･Ⅹ線二結晶法によるシリコン結晶中の格子歪みの研究

矢 合 康 悦

Ⅰ.CZ態晶中の析出酸化物による散漫散乱の測定

引き上げ法によって作製 されたシ リコ ン結晶は熱処理によって過

飽和 に固溶 した酸素が析出す る.そ してこの析出は結晶の完全性を
劣化 させ る.またⅩ線二結晶法を用いてBraggPeak付近の回折強度

曲線 (ロッキ ングカープ)を測定す ると,BraggPeakの裾に散漫散乱

強度が現われる. この散漫散乱強度のプロファイルは熱処理条件に

よって変化す る.Dederichsによる理論か ら折出物のおよその大きさ

が評価でき,熱処理温度,時間の増大にともなって折出物は大き く

なることがわか った.また運動学理論に基づいて,折出物による散

漫散乱強度のプ ロファイルの計算機 シュ ミレー ションを行 って析出

物の大きさ,密度などを決定す ることを試みた.

Ⅱ.エ ピタキシャル層の格子歪みの測定

ボロンを約1×1019atons/cdドープ した シ TJコン結晶上にシ リコン
のみを成長 させたエピタキ シャル層内の格子歪をX線二結晶法によ

I

り測定 した. (511),(422),(440)の 3つのタイプの反射を用いた.

歪のある結晶による回折を扱 った動力学理論を適用 して,実験で得

られた ロッキ ングカーブを シュ ミレーションす ることで歪み分布杏
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計算 した.その結果,エ ピタキシャル層内での歪みは1.1×10-4程度

であり,深 さ方向に起 きていることがわかった.

6･マイクロ波分光によるメチルアミン分子の研究

井 尻 守

CH3NH2(メチルア ミン)分子のマイクロ波による分光 を 束

測定であった 100GH z以上に重点 をおいて行った｡ その結果,

407本のスペ ク トル線 を得た｡ 内､ 振れ瀕動基底状潜のスペク ト

ル線 を89本､ 第一励起状感のスペク トル線 を26本 を新 しく帰属

した｡

これまでに 報告されたスペク トル線 を加えて 損れ頼動基底状

憩. 第一励起状態 について 個々に最小 自乗法 を用いて 解析 を行

った｡ 解析は, 従来の分子モデルに基づいた理論に従っている｡ 結

果､ 頼れ嶺動基底状感で 12個 ､ 第一励起状態で 15個の分子全体

回転､ 内部回転､ 反転､ そして 相互作用 を表す分子定数 を得た｡

従来の分子モデルに基づ く解析よりも これ らの定数によ り 反

転運動による効果及び第-励起状態A a対称種のスペク トル線がよ

く説明される｡
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